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NpN ve PnP Tipi Transistörler 
Yukarýda belirtilen deðiºik iºlevli bütün transistörlerin esasý Yüzey Birleºmeli Transistör 'dür. 

Bu nedenle, yüzey birleºmeli transistörlerin incelenmesi, transistörlerin yapýsý, karakteristikleri ve çalýºma 
prensipleri hakkýndaki gerekli bilgileri verecektir. 

Transistörler, temel yapýsý bakýmýndan aºaðýda gösterilmiº olduðu gibi; iki gruba ayrýlýr: 

NPN tipi transistörler 

 
 

PNP tipi transistörler 

 

Yine her iki tip transistörün de N-P-N ve P-N-P bölgeleri ºöyle adlandýrýlýr: 

1. Emetör; "E" ile gösterilir.  
2. Beyz; "B" ile gösterilir.  
3. Kollektör; "C" ile gösterilir.  

Bölgeler ºu özelliklere sahiptir: 

Emetör bölgesi (Yayýcý): Akým taºýyýcýlarýn harekete baºladýðý bölge. 
Beyz bölgesi (Taban): Transistörün çalýºmasýný etkileyen bölge. 
Kolektör bölgesi (Toplayýcý): Akým taºýyýcýlarýn toplandýðý bölge. 

Bu bölgelere irtibatlandýrýlan baðlantý iletkenleri de, elektrot, ayak veya baðlantý ucu olarak tanýmlanýr. 

Transistör yapýsýnda baz kalýnlýðýnýn önemi: 

Akým taºýyýcýlarýnýn Beyz bölgesini kolayca geçebilmesi için, baz 'ýn mümkün olduðunca ince yapýlmasý 
gerekir. 

Npn ve Pnp Tipi Transistörlerin Kutuplanmasý ve Çalýºmasý 

Transistörde Kutuplama Nedir? 

Transistörün asýl görevi, deðiºik frekanslardaki AC iºaretleri yükseltmektir. 
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Transistörün bu görevi yerine getirebilmesi için, önce Emiter, Beyz ve Collectorün DC gerilim ile 
beslenmesi gerekir. Uygulanan bu DC gerilime Kutuplama Gerilimi denir. 

Transistörün Kutuplanmasý: 

Transistörün çalýºmasýný saðlayacak ºekilde, Emiter, Beyz ve Collectorünün belirli deðerdeki ve iºaretteki 
(±), DC gerilim ile beslenmesine transistörün Kutuplanmasý (kutuplandýrýlmasý) denir. 

N Tipi Transistörün Kutuplanmasý 

NPN transistör ºu iki diyodun yan yana gelmesi ºeklinde düºünülür: 

  "NP" Emiter - Beyz diyodu  
  "PN" Beyz - Collector diyodu  

Bir NPN transistörü çalýºtýrabilmek için, ªekil 4.2 'de görüldüðü gibi, uygulanan Kutuplama gerilimi iki 
ºekilde tanýmlanabilir: 

1. Diyot bölümlerine göre tanýmlama; 

  Emiter - Beyz diyodu, doðru polarýlýr.  
  Beyz - Collector diyodu ise, ters polarýlýr.  

2. Kutuplama geriliminin, Emiter, Beyz ve Collectorün kristal yapýsýna uygulandýðýna göre; 

  Emiter ve Beyz 'e kristal yapýsýna uygun Kutuplama gerilimi uygulanýr.  
  Collectore ise, kristal yapýsýnýn tersi Kutuplama gerilimi uygulanýr.  

Buna göre ºekil 4.2 'den takip edilirse, NPN tipi transistörde uygulanan Kutuplama gerilim: 

  Emiter N tipi kristaldir: Kristal yapýya uygun, negatif (-) gerilim.  
  Beyz P tipi kristaldir: Kristal yapýya uygun, pozitif (+) gerilim.  
  Collector N tipi kristaldir: Kristal yapýya ters, pozitif (+) gerilim.  

ªekil 4.2 - Bir NPN transistörün Kutuplanmasý ve akým yönleri. 

a. Bölgesel gösterilimdeki baðlantý ºekli.  
b. Sembolik gösterilimdeki baðlantý ºekli.  

 
ªekil 4.2 - Bir NPN transistörün Kutuplanmasý ve akým yönleri 
a) Bölgesel gösterilimdeki baðlantý ºekli. 
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b) Sembolik gösterilimdeki baðlantý ºekli. 

NOT: 

1. ªekil 4.2 'de görüldüðü gibi, beyz 'in Kutuplama gerilimi ile ilgili tipik bir durum var. 
Beyz 'e VEB kaynaðýnýn pozitif kutbu, VCB kaynaðýnýn ise, negatif kutbu baðlanmýºtýr. Bu durumda 
beyz Kutuplama gerilimi ne olacaktýr?  

2. Yukarýda belirtildði gibi, Emiter-Beyz diyodu iletimde, olduðu için, VEB kaynaðýnýn pozitif kutbu 
etken olacaktýr. Yani Beyz 'in Kutuplama gerilimi, pozitiftir. PNP transistör için de benzer ºekilde 
düºünülür. 

3. Transistörün gerek Kutuplama konusu, gerekse de çalýºma prensibi açýklanýrken, anlatým kolaylýðý 
bakýmýndan iki DC besleme kaynaðý kullanýlmaktadýr. 

Uygulamada ise, tek besleme kaynaðý kullanýlmaktadýr. 

Npn Transistörün Çalýºmasý 

Yukarýda tanýmlanmýº olduðu gibi Kutuplama gerilimi uygulanmýº olan bir NPN transistörde aºaðýdaki 
geliºmeler olur. 

1. N Bölgesindeki Geliºmeler 

ªekil 4.3 'den takip edilirse; 

Emiter ve collectorü oluºturan N bölgesindeki, çoðunluk taºýyýcýlar, elektronlar ºu ºekilde etkilenir; 

  VCB besleme kaynaðýnýn pozitif kutbunun çekme kuvveti etkisinde kalan, gerek emiter,  
gerekse de collector bölgesi elektronlarý VCB kaynaðýna doðru akar. Bu akýº IC collector 
akýmýný yaratýr. 

  Ayný anda VEB kaynaðýnýn negatif kutbundan ayrýlan elektronlar da emitere geçer. Bu geçiº 
IE emiter akýmýný yaratýr. 

  P bölgesinden geçemekte olan elektronlardan bir miktarýda VEB besleme kaynaðýnýn pozitif 
kutbunun çekme kuvveti etkisiyle VEB 'ye doðru akar. Bu akýº IB beyz akýmýný yaratýr. 

  Son olarkada VCB 'nin negatif kutbundaki elektronlar, VEB 'nin pozitif kutbuna geçiº  
yaparak akým yolunu tamamlar. Böylece devrede bir akým doðar. 
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(--->) : N bölgesindeki ve dýº devredeki elektron akýº yönü 
(++>) : P bölgesindeki pozitif elektrik yükü (oyuk) akýº yönü 
(�>) : Dýº devredeki akým yönü. 

: Verici katký maddesi atomu (N bölgesindeki etkisiz pozitif iyon) 
: Alýcý katký maddesi atomu (P bölgesinde etkisiz negatif iyon) 

"+" : Pozitif elektrik yükü (oyuk)(P bölgesindeki akým taºýyýcýlar) 
"-" : Elektron (N bölgesindeki akým taºýyýcýlar 

ªekil 4.3 - NPN transistörde elektron ve pozitif elektrik yüklerinin hareketleri  

2. P Bölgesindeki Geliºmeler 

NPN transistörde beyz P tipi kristaldir. 
P tipi kristaldeki "+" yükler (oyuklar) ºu ºekilde aktif rol oynamaktadýr: 

  P tipi kristaldeki katký maddesi atomlarýnýn dýº yörüngesinde üç elektron var. Bir elektronu 
katký maddesi atomlarýna veren Ge ve Si atomlarý, pozitif elektrik yükü (oyuk) haline 
 gelir ve bunlar çoðunluktadýr. 

  ªekil 4.3 'te görüldüðü gibi VEB besleme kaynaðýnýn pozitif (+) kutbunun itme kuvveti 
etkisi ve negatif kutbunun da çekme kuvveti etkisiyle, beyzden emitere doðru bir pozitif 
elektrik yükü (oyuk) hareketi baºlar. Diðer bir ifadeyle, emiterden beyz 'e doðru elektron 
hareketi baºlar. 

  Yine collectorde. Azýnlýk taºýyýcýlar durumunda olan çok az sayýdaki "+" yükler (oyuklar),  
VCB kaynaðýnýn pozitif kutbunun itme kuvveti ve negatif kutbunun çekme kuvveti etkisiyle  
ªekil 4.3 'te görüldüðü gibi beyz elektroduna doðru hareket eder. Böylece çok küçük bir 
akým doðar. Bu akým, beyz collector diyodunun ters yön (kaçak) akýmý olup ihmal 
edilebilecek kadar küçüktür. 

ÖZETLE: 

Yukarýda açýklanan hususlarýn sonucu olarak, ªekil 4.4 'te özelliði olan elektrik yükleri gösterilmek 
suretiyle özet bir görüntü verilmiºtir. 
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1. ªekilde büyük ok ile gösterilmiº olduðu gibi, emiter ve collector bölgesindeki elektronlarýn büyük 
bölümü collector elektroduna doðru ve küçük bir bölümü de yalnýzca emiterden beyz elektroduna 
doðru akmaktadýr. Elektron akýºý dýº devrede de devam eder. Bu akýº IE, IB ve IC akýmlarýný yaratýr. 

IE = IB + IC 'dir. 
 
Bu baðýntý her çeºit devre kuruluºunda ve her transistör için geçerlidir. 
Ancak IB akýmý IC akýmý yanýnda çok küçük kaldýðýndan (IB=0.02 IC), pratik hesaplamalarda IB ihmal 
edilir. 
IE = IC olarak alýnýr. 

2. Katký maddelerine ait, "+" ve "-" iyonlarýn bir etkinliði olmadýðýndan daire içerisine alýnmýºtýr 
3. Serbest elektronlarýn çok hýzlý hareket etmesi nedeniyle NPN transistördeki akým iletimide hýzlý 

olmaktadýr. Bu nedenle NPN transistörler yüksek frekanslarda çalýºmaya daha uygundur. 
4. Ayrýca, ªekil 4.4 'te, bir NPN transistörün, ters yönde baðlý iki NP ve PN diyot ºeklinde 

düºünülebileceði de gösterilmiºtir. Böylece, ters baðlý iki diyot devresinden akýmýn nasýl aktýðýda 
kendiliðinden açýklanmýº olmaktadýr. 

 
ªekil 4.4 - NPN trnasistörde akým iletimini saðlayan elektronlarýn akýº yönleri ve 
transistörün ters baðlý iki diyot halindeki görüntüsü  

Pnp Tipi Transistörün Kutuplanmasý 

PNP transistörün, NPN transistöre göre, yapýmýnda olduðu gibi, Kutuplama geriliminde de terslik vardýr. 
ªekil 4.5 'te bir PNP transistöre Kutuplama geriliminin uygulanýºý gösterilmiºtir. 
ªekilden de anlaºýldýðý gibi, PNP transistörde de, NPN 'de olduðu gibi Kutuplama geriliminin yönleri iki 
ºekilde tanýmlanýr: 

1 - Diyot bölümlerine göre tanýmlama 
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  Emiter - Beyz diyodu, doðru polarýlýr. 
  Collector - Beyz diyodu, ters polarýlýr. 

2 - Kutuplama geriliminin kristal yapýya uygunluðuna göre tanýmlama: 

  Emiter P tipi kristaldir: Kristal yapýsýna uygun, pozitif (+) gerilim uygulanýr. 
  Beyz N tipi kristaldir: Kristal yapýsýna uygun, negatif (-) gerilim uygulanýr. 
  Collector P tipi kristaldir: Kristal yapýsýna ters, negatif (-) gerilim uygulanýr. 

Kutuplama durumuna göre devreden akan akýmlarýn yönü de ªekil 4.5 'te gösterilmiº olduðu gibidir. 
Daima IE = IB + IC 'dir. 

 

ªekil 4.5 - PNP tipi transistörün Kutuplanmasý ve akým yönleri 
a. Jonksiyonel gösterilimdeki baðlantý 
b. Sembolik gösterilimdeki baðlantý 

Pnp Transistörün Çalýºmasý 

PNP transistörde, NPN transistördeki elektron yerine, pozitif elektrik yükleri (oyuklar), ve pozitif elektrik 
yükleri yerine de elektronlar geçmektedir. 
Bu durumda, ªekil 4.6 'dan da anlaºýlacaðý gibi, PNP transistördeki akým iletimi pozitif elektrik yükleri ile 
açýklanmaktadýr. 

ªekil 4.6 'dan takip edilirse PNP transistörün çalýºmasý ºu ºekilde olmaktadýr: 

  VEB besleme kaynaðýnýn pozitif kutbunun itme, negatif kutbunun çekme kuvveti etkisiyle, 
emiterdeki pozitif elektrik yükleri (oyuklar) atomdan atoma yer deðiºtirerek bayze doðru akar. 

  Bu hareketlenme sýrasýnda pozitif elektrik yükleri (oyuklar) collectore baðlý VCB besleme 
kaynaðýnýn negatif kutbunun çekme kuvveti etkisi altýnda kalýr. 
VCB gerilimi VEB 'ye göre daima daha büyük seçildiðinden; pozitif elektrik yüklerinin 
(oyuklarýn) %98 - %99 gibi büyük bir bölümü collector elektroduna doðru, %1 - %2 gibi 
küçük bir bölümü de beyz elektroduna doðru akým iletimi saðlar. 
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(++>) : P bölgesindeki pozitif elektrik yükü (oyuk) yollarý 
(-->) : N bölgesindeki ve dýº devredeki elektron yollarý 
(� >) : Dýº devredeki akým yönü. 

: Verici katký maddesi atomu 
"+" : Pozitif elektrik yükü (oyuk) 

: Alýcý katký maddesi atomu 
"-" : Elektron 
ªekil 4.6 - PNP transistörde pozitif elektrik yüklerinin ve elektronlarýn hareketi 

Bu arada, bir miktar pozitif elektrik yükü de, beyzdeki serbest elektronlar ile birleºerek nötr hale gelir. 

  Ayný zamanda collector bölgesindeki azýnlýk taºýyýcýlar durumunda bulunan az sayýdaki 
elektronlar da VCB 'nin etkisiyle beyz elektroduna doðru hareket eder. Bu hareket, ters yön (kaçak) 
akýmýný yaratýr. 

Dýº devredeki geliºmeler: 

ªekilde gösterildiði gibi, emiterden VEB besleme kaynaðýnýn "+" kutbuna ve oradan da beyz'e ve VCB 
besleme kaynaðýnýn üzerinden collectore, elektron akýºý baºlar. 
Kaðýt üzerinde gösterilen akým yönü de, yine ºekildeki gibi, besleme kaynaðýnýn "+" kutbundan "-" 
kutbuna doðru olmaktadýr. 

ÖZETLE: 

Bir PNP transistördeki akým iletimi, ªekil 4.7 'de gösterildiði gibi, pozitif elektrik yükleri (oyuklar) ile 
saðlanmaktadýr. 
ªekil 4.7 'de ayrýca transistörü oluºturan iki diyodun sembolik baðlantýsýda gösterilmiºtir... 
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ªekil 4.7 - PNP transistörde akým iletimini saðlayan pozitif elektrik yüklerinin (oyuk) akýº 
yönleri ve transistörün ters baðlý iki diyot halindeki görüntüsü  

Akým ve Gerilim Yönleri 

Akým Yönleri  

NPN Transistörde akým yönleri: 

1. Emiterde; Transistörden dýº devreye doðru, yani emiterdeki ok yönündedir. 
2. Beyz ve Collectorde; Dýº devreden transistöre doðrudur. 

 

PNP Transistörde akým yönleri: 

1. Emiterde; Dýº devreden transistöre doðrudur, yani okun gösterdiði yöndedir. 
2. Beyz ve Collectorde; Transistörden dýº devreye doðrudur. 

Gerilim Yönleri:  

Burada gerilim yönünden amaç, Kutuplama geriliminin "+" veya "-" oluºudur. 

NPN Transistörde gerilim yönleri: 

1. Emitere: Negatif (-) gerilim uygulanýr. 
2. Beyze: Pozitif (+) gerilim uygulanýr. 
3. Collectore: Pozitif (+) gerilim uygulanýr. 
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PNP Transistörde gerilim yönleri: 

1. Emitere: Pozitif (+) gerilim uygulanýr. 
2. Beyze: Negatif (-) gerilim uygulanýr. 
3. Collectore: Negatif (-) gerilim uygulanýr. 

NOT: 
Uluslararasý kabule göre, bir iletkendeki elektron akýº yönü ile akým yönü birbirine göre terstir. 
Uluslararasý elektroteknik kuruluºu (IEC) tarafýndan yapýlan kabule göre; 
Elektrik ve Elektronik devrelerindeki AKIM YÖNÜ, besleme kaynaðýnýn pozitif kutbundan (+), Negatif 
kutbuna (-) doðru olan yöndür. 
Diyot sembollerindeki ve transistörlerin emiterindeki akým yönünü gösteren oklar da "+" dan "-" 'y 
doðrudur. 
Elektron yönü sadece teorik açýklamalar sýrasýnda gösterilmektedir. 
Kirchoff kanununa göre , yapýlan devre hesaplamalarýnda "+" ve "-" akým yönlerinin gösterilmesi 
gerekebilir. 
Bura da, besleme kaynaðýnýn pozitif kutbundan negatif kutbuna doðru olan yön, "+" akým yönü, bunun 
tersi olan yön ise "-" akým yönü olarak gösterilir. 

Transistörlerin Multimetre Ýle Saðlamlýk Kontrolü 

Transistörlerin ayrýntýlý kontrolü transistörmetrelerle yapýlýr. Transistörmetreler daha çok labaratuvarlarda 
kullanýlýr. 
Bir transistörün en kolay kontrol ºekli multimetre ile yapýlýr, Ancak, bu halde transistöre herhangi bir zarar 
verilmemesi için multimetrenin içinde bulunan pilin 1.5V 'dan büyük olmamasýna veya devreden akacak 
akýmýn 1 mA 'den fazla olmamasýna dikkat edilmelidir. 
" Transistör devrede iken ölçüm yapýlmaz." 
ªekil 4.8 'de PNP ve NPN tipi transistörlerin multimetre ile kontrolü sýrasýnda uçlarýn tutuluº ºekilleri 
gösterilmiºtir. Tablo 4.1 'de ise, yapýlacak kontrolün esaslarý ve multimetrede aºaðý yukarý okunmasý 
gereken deðerler verilmiºtir. 
Tablo 4.1 'e uygun olarak yapýlan kontrollerede, direncin büyük okunmasý gerekirken küçük okunuyorsa 
veya küçük olmasý gerekirken büyük deðerlerle karºýlaºýyorsanýz transistör bozuk demektir. 
Ölçmelerde, multimetrenin içerisindeki pil vasýtasý ile büyük dirençlerin okunmasý sýrasýnda ters 
Kutuplama, küçük dirençlerin okunmasý sýrasýnda doðru Kutuplama uygulamasý yapýlmaktadýr. 
1.5V 'luk multimetre ile yapýlan kontrol sýrasýnda transistörden akacak akým kýsa bir müddet için 1mA 'i 
geçmeyeceðinden, günlük hayata girmiº transistörlerde herhangi bir bozukluða yol açmayacaktýr. Fakat, 
yayýlým yoluyla yapýlan alaºým transistörleri gibi hassas transistörlerin kontrolü sýrasýnda, emniyet tedbiri 
olarak VCE collector geriliminin sýfýrdan baºlayarak gerekli gerilime kadar ayarlanmasý tavsiye 
edilmektedir. Bu bakýmdan böyle transistörlerin transistörmetre ile kontrolü uygun olmaktadýr veya 100-
200 ohm 'luk seri direnç kullanýlýr. 
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ªekil 4.1 - Transistörün Ohmmetre ile kontrolü  

Transistör 
Tipi 

Ohmmetre uçlarýnýn tutuluº ºekli 
Transistör saðlam ise 
Ohmmetre 'nin göstereceði 
deðerler 

PNP 
(+) ucu beyze, (-) ucu sýra ile 
kollektör ve emitere (ªekil 4.8 
(a)) 

50 Kohm 'dan büyük 

  
(-) ucu beyze, (+) ucu sýra ile 
kollektör ve emitere (ªekil 4.8 
(b)) 

500 Ohm 'dan küçük 

NPN 
(-) ucu beyze, (+) ucu sýra ile 
kollektör ve emitere (ªekil 4.8 
(c)) 

50 Kohm 'dan büyük 

  
(+) ucu beyze, (-) ucu sýra ile 
kollektör ve emitere (ªekil 4.8 
(d)) 

500 Ohm 'dan küçük 

 

Transistörlerde Yükseltme Ýºleminin Gerçekleºtirilmesi 
Transistörler yapýsý gereði, akým yükseltme özelliðine sahiptir. 
Uygun, bir devre dizaynýyla gerilim ve güç yükseltmesi de yapar. 
Tabi bu iºlemlerde de asýl olan akýmdýr. Bu nedenle, önce akýmýn nasýl yükseltildiðinin bilinmesi gerekir. 



 

11 / 23 

 Bipolar Transistorler -  Ders Sorumlusu :  Yrd.Doç.Dr. Hilmi KUªÇU       
 

Transistör yükseltme iºlemi nasýl yapýlmaktadýr? 

Örnek olarak ºekil 4.9 'da görüldüðü gibi bir NPN tipi transistör alýnmýºtýr. Transistörün çalýºabilmesi için 
elektrotlarýna, ºu gerilimler uygulanýyor: 

Emiter: (-)gerilim, 
Beyz: (+)gerilim, 
Collectore: (+)gerilim. 

ªekil 4.9 - Emiteri ortak yükselteç 

a. Jonksiyonel baðlantý devresi  
b. Sembolik baðlantý devresi  

ªekil 4.9 'da, emiter ucu giriº ve çýkýº devrelerinde ortak olduðu için, bu yükselteç "Emiteri ortak 
baðlantýlý yükselteç" olarak taýmlanýr. En çok kullanýlan yükselteç ºeklidir. 

Transistörün bu ºekilde çýkýºýnda bir yük direnci bulunmadan çalýºtýrýlmasýna kýsa devrede çalýºma 
denmektedir. 

Yükseltme Ýºleminin Saðlanmasý 

1. Transistör içerisinde emiterden beyz ve collectöre doðru bir elektron akýºý vardýr..  
2. Elektronlarýn küçük bir kýsmý da VBE kaynaðýnýn oluºturduðu giriº devresi üzerinden, büyük bir 

kýsmýda VCE kaynaðýnýn oluºturduðu çýkýº devresi üzerinden devresini tamamlar...  
3. Giriº ve çýkýºta dolaºan elektronlarýn miktarý, trans. büyüklüðüne baðlý olduðu gibi, VBE ve VCE 

kaynak gerilimlerinin büyüklüðüede baðlýdýr.  
4. Emiterdeki elektronlarý harekete geçirmek için "Silisyum" transistörde en az 0.6V, "Germanyum" 

transistörde ise 0.2V olmasý gerekir.  
5. Elektrolarý çekebilmesi için VCE gerilimi VBE 'ye göre oldukça büyük seçilir.  
6. Giriº devresinden dolaºan elektronlar "IB" beyz akýmýný, çýkýº devresinden dolaºan elektronlarda 

"IC" collectör akýmýný oluºturur.  
7. Buradaki IB ve IC akýmlarý DC akýmlardýr... Eðer giriºe AC gerilim uygulanýrsa, ve IC 'de AC 

olarak deðiºir.  
8. IB ve IC akýmlarý devrelerini tamamlarken emiter elektrodu üzerinde birleºtiðinden Ie akýmý, IB ve 

IC 'nin toplamý olur............ 
 
Herzaman geçerli kural: IE = IB + IC 
 
Sonuçta: 
IB akýmý giriº akýmý, IC akýmý da çýkýº akýmý olarak deðerlendirilirse, IB gibi küçük deðerli bir 
akýmdan, IC gibi büyük deðerli bir akýma ulaºýlmaktadýr. 
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Bu olay "Transistörün akým yükselteci olarak çalýºtýðýný göstermektedir." 
 
Emiteri ortak baðlantýda akým kazancý formülü: â = IC/IB 'dir...Beta:(â) 
IB ve Ic akýmlarý deðiºse de, â (Beta) akým kazancý sabit kalmaktadýr.  

Akým kazancý nasýl oluyorda sabit kalýyor? 

ªekil 4.9 'a göre; VBE gerilimi büyütüldüðünde; iki aºamalý ºu geliºmeler olmaktadýr: 

1. Emiter - Beyz diyodu daha büyük bir gerilim ile polarýlmýº olduðundan, daha çok elektron 
harekete geçer. Bu elektronlarýn, Beyz giriºi üzerinden devre tamamlayan miktarý da artacaðýndan 
IB akýmý büyür.  

2. Diðer taraftan, büyük hareketlilik kazanan emiter elektronlarý, mevcut olan VCE çekme kuvveti 
etkisiyle beyz 'i daha çok sayýda geçerek collectore ulaºýr. Böylece daha büyük IC akýmý oluºur.  

IB ve IC deki artýº ayný oranda olmaktadýr. 
Dolayýsýyla da, â=IC/IB deðeri sabit kalmaktadýr. 

VBE küçültüldüðünde de IB ve IC ayný oranda küçüldüðünden, â (Beta) yine sabit kalýr. 
Görüldüðü gibi, gerek IB, gerekse de IC akýmýnýn büyüyüp küçülmesinde yalnýzca VBE giriº gerilimi etkin 
olmaktadýr... 

VCE besleme kaynaðýnýn akým kazancýna etkisi nedir? 

VCE gerilimi büyütüldüðünde, devreden akan elektron miktarýnda, diðer bir deyimle IC akýmýnda, önemli 
bir artýº olmamaktadýr. 

Nedeni; 

VCE gerilimi, esas olarak, VBE geriliminin emiterde hareketlendirdiði elektronlarý çekmektedir. Emiterde 
ne kadar çok elektron hareketlenmiºse, VCE 'de o kadar çok elekrtron çekmektedir. Bunlara collectordeki 
belirli sayýdaki elektronlarda eklenmektedir. Ancak, collectorde daha az katký maddesi kullanýldýðýndan 
açýða çýkan elektron sayýsý da daha azdýr. Bunlarda IC akýmýný fazla etkileyememektedir. 

VCE 'nin büyütülmesi, çekilen elektron sayýsýný çok az artýrabilmektedir. 

Ancak, VCE 'nin, transistör kataloðunda verilen deðeri de geçmemesi gerekir. 

VCE 'nin belirli bir deðeri geçmesi halinde, ters Kutuplamalý durumunda olan, Beyz-collector diyodu 
delineceðinden, transistör yanar. 

Transistörün, IC, VCE ve RCE Ýle Ýlgili Tanýmý: 

Bu tanýmlama, IC, VCE ve RCE arasýndaki baðýntýyý açýklayan, diðer bir deyimle, transistörün yükseltici 
sýrrýný ortaya koyan bir tanýmlamadýr. 

Transistör, iki elektrodu arasýndaki direnci, üçüncü elektroduna uygulanan gerilim ile deðiºtirilebilen üç 
elektrotlu bir devre elemanýdýr. 

ªöyle ki; 

Ohm kanununa göre, çýkýº devresinde ºu baðýntý yazýlabilecektir: 

VCE=IC*RCE 
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VCE belirli bir deðer de sabit tutulduðu halde, VBE ve dolayýsýyla da IB deðiºince IC 'de deðiºtiðinden, 
yukarýdaki baðýntýya göre, RCE direnci de deðiºir. 

Burada: 

Transistörün iki elektrodu arasýndaki direnç: RCE 'dir. 
Üçüncü elektroda uygulanan gerilim ise: VBE 'dir. 

Teorik hesaplamalarda: IC maksimum deðerine ulaºýnca, RCE=0 olduðu kabul edilir. RCE=0 olunca, VCE 'de 
"0" olur. 

Benzer durum giriº direncinde de olmaktadýr: 

Diyot karakteristik eðrisinden de bilindiði gibi, VBE 'nin biraz büyütülmesi halinde IB akýmý çok çabuk 
büyümektedir. 

Buradan ºu sonuç çýkmaktadýr: 

VBE giriº gerilimi büyütülünce; RBE giriº direnci küçülür. 

Özet olarak: Giriº gerilimi büyüdükçe, hem giriº direnci hem de çýkýº direnci küçülür. 

Akým Kazancýnýn Bulunmasý 

Akým kazancý, yükselteç olarak çalýºmakta olan bir transistörün, çýkýºýndaki akýmýn giriºindeki akýma 
oranýdýr. 
ªekil 4.10 'da görüldüðü gibi, yükselteçlerin üç baðlantý ºekli vardýr. 

Bu baðlantý ºekillerindeki akým kazançlarý ºöyle ifade edilir:  

1. Emiteri ortak baðlantý. Akým kazancý BETA, â = IC/IB 
2. Beyzi ortak baðlantý. Akým kazancý ALFA, á = IC/IE 
3. Collectorü ortak baðlantý. Akým kazancý GAMA, ã = IE/IC 

 

ªekil 4.10 - Transistördeki üç baðlantý halinde baðlantý uçlarýnýn durumu. 

Akým Kazançlarýnýn Dönüºtürülmesi 
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Her üç baðlantý ºeklinde de akýmlar arasýnda ºu baðlantý vardýr: 

IE=IC+IB veya IC=IE-IB 

Bu baðlantý ile yukarýdaki baðýntýlardan yararlanýlarak, á,  â, ã birbirlerine dönüºtürülür. 

  á 'nýn â cinsinden yazýlmasý: 

1/á = IE/IC = IC+IB/IC = 1+IB/IC = 1+1/â 'dan    á = â/â+1   olur... 

  â 'nýn á cinsinden yazýlmasý: 

Yukarýdaki "á, â" baðýntýsýndan,    â = á/1-á     olur... 

  á 'nýn ã cinsinden yazýlmasý: 

á = IC/IE = IE-IB/IE = 1-IB/IE = 1-1/ã = ã-1/ã 'dan    á = ã-1/ã     olur... 

  ã 'nýn á cinsinden yazýlmasý: 

Yukarýdaki "á, ã" baðýntýsýndan,      ã = 1/1-á      olur... 

  ß 'nýn ã cinsinden yazýlmasý:  

â = IC/IB = IE-IB/IB = IE/IB-1 = ã-1  'den        â = ã-1    olur... 

  ã 'nýn â cinsinden yazýlmasý: 

Yukarýdaki "â, ã" baðýntýsýndan          ã = â+1       olur... 

Özet bir tablo yapýlýrsa dönüºümler ºöyle sýralanýr: 

 
 

Transistörün Dört Bölge Karakteristiði 
Dört bölge karakteristiklerinde, DC 'de ve yüksüz olarak çalýºtýrýlan transistörün giriº ve çýkýº akýmlarý ile 
gerilimleri arasýndaki baðýntýlara ait karakteristik eðrileri hep birlikte görüntülenir. 

Dört bölge karakteristik eðrilerinden yararlanýlarak ºu statik karakteristik deðerleri hesaplanabilmektedir. 

1. Giriº direnci  
2. Çýkýº direnci  
3. Akým kazancý  
4. Giriº-çýkýº gerilim (zýt reaksiyon) baðýntýsý  

Bunlar transistörün yapýsýyla ilgili karakteristik deðerlerdir. 

Dört bölge karakteristiði, transistör çýkýºýnda yük direnci yokken çýkarýldýðýndan bunlara kýsa devre 
karakteristikleri de denir. 

á = â/â+1  á = ã-1/ã  â = á/1-á  â = ã-1  ã = 1/1-á  ã = â+1 
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Transistörün "Beyz" 'i , "Emiteri" ve "Collectoru" ortak baðlantýlý haldeki kýsa devre karakteristikleri ile, 
yükte çalýºma sýrasýnda konu edilen yük doðrusu ayrýca "Temel yükselteç devreleri" bölümünde daha 
detaylý anlatýlmýºtýr. Burada, ön bilgi olarak, emiteri ortak yükselteçe ait örnek verilecektir.. 

Dört Bölge Karakteristik Eðrisinin Bölgeleri:  

ªekil 4.11 'den takip edilirse; ªekil 4.9 'da verilmiº olan emiteri ortak yükseltece ait dört bölge 
karakteristik eðrisi, ºu bölgelerden oluºmaktadýr. 

1. Bölge Karakteristik Eðrisi (VCE - IC): 
VCE çýkýº gerilimindeki deðiºime göre, IC çýkýº akýmýndaki deðiºimi gösterir. 
RC=VCE/IC baðýntýsý ile Çýkýº direncini belirler. 

2. Bölge Karakteristik Eðrisi (IB - IC): 
IB giriº akýmýndaki deðiºime göre, IC çýkýº akýmýndaki deðiºimi gösterir. 
â=IC/IB baðýntýsý ile Akým kazancýný belirler. 

3. Bölge Karakteristik Eðrisi (VBE - IB): 
VBE giriº gerilimindeki deðiºime göre, IB giriº akýmýndaki deðiºimi gösterir. 
Rg=VBE/IB baðýntýsý ile Giriº direncini belirler. 

Bölge Karakteristik Eðrisi (VBE- VCE): 
"VBE - VCE" baðýntýsý VBE giriº gerilimindeki deðiºime göre, VCE çýkýº gerilimindeki 
deðiºim miktarýný gösterir. Bu deðiºim, gerilim transfer oraný olarak tanýmlanýr. 
Aslýnda bu iki gerilimin biri biri üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadýr. 
Bu bilgiler daha çok teorik çalýºmalar için gereklidir 

 
ªekil 4.11 - Emiteri ortak baðlantýlý yükseltecin dört bölge karakterisitiði 
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Transistörün Anahtarlama Elemaný Olarak Çalýºtýrýlmasý 
Sayýcýlar (counters), bilgisayarlar (computers), ateºleme devreleri (trigger circuit) gibi, bir kýsým devrenin 
çok hýzlý çalýºmasý (on) ve sukunete geçmesi (off) gerekebilir. 

Bu gibi hallerde çok hassas bir anahtarlama yapýlmasý gerekir. 

Bu devrelerde, transistörden anahtar olarak yararlanýlmaktadýr. Transistör ile nano saniye 'lik yani 10-9 
saniyelik (sn) bir çalýºma hýzý saðlanmaktadýr. 

Transistörden, iki ºekilde anahtar olarak yararlanýlabilmektedir. 

  Normal çalýºmada 

  Doyma halindeki çalýºmada  

Transistörün doyma halinde çalýºmasý, kýsa bir an için, taºýyabileceði maksimum akýmda görev yapmasý 
demektir. 

Transistörün Normal Çalýºmada Anahtar Görevi Yapmasý 

ªekil 4.12 'de bir NPN transistörün anahtar olarak çalýºmasýný gösteren iki devre verilmiºtir.  

Bu devreler, 6 Volt 'luk besleme kaynaklý ve emiteri ortak baðlantýlý, lamba yakan bir transistörden 
oluºmaktadýr. 

ªekil 4.12 - Normal çalýºmada transistörden anahtar olarak yararlanma 
a) IB akýmý kumandasýyla çalýºma 
b) VBE gerilimi kumandasýyla çalýºma 

ªekil 4.12 (a) 'deki devre: 

IB akýmýnýn deðiºmesi yoluyla çalýºtýrýlan bir devredir: 

R reostasý ile IB akýmýnýn ayarý yapýlmaktadýr. 

R direnci yeterince küçültülüp IB akýmý yeterince büyültüldüðünde, IC akýmý lambayý yakacak seviyeye 
ulaºacaktýr. 

ªekil 4.12 (b) 'deki devre: 

VBE gerilimini kontrol etmek suretiyle çalýºtýrýlan bir devredir. 
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VBE gerilimi, S reostasý üzerindeki gerilim düºümü ile saðlamaktadýr. 

"S" reostasý, "0" 'dan yani en üst noktadan baºlatýlarak, yavaº yavaº büyütüldüðünde, beyz-emiter arasýna 
uygulanan gerilimde büyür. Bu gerilim, örneðin, silikon transistörde 0.6V 'u geçince transistör iletime 
geçer ve lamba yanar. 
Bu çalýºma ºeklinde, transistör kesikli çalýºan bir yükselteç olarak görev yapmýºtýr. 

Transistörün gerçek anlamda anahtar olarak çalýºmasý, doyma halindeki çalýºmadýr... 

Transistörün Yükselteç Olarak Çalýºtýrýlmasý 
Yükselteç olarak çalýºtýrýlan bir transistörden, ºu üç iºlemin gerçekleºtirilmesinde yararlanýlýr: 

1. Akým kazancýný saðlamak  
2. Gerilim kazancýný saðlamak  
3. Güç kazancýný saðlamak  

Buradaki kazancýn anlamý: 

Transistör giriºine verilen akým, gerilim veya gücün çýkýºtan daha büyük deðerlerde elde edilmesidir. 
Bunu saðlamak için de belirli devrelerin oluºturulmasý gerekir. 

Kazancýn sayýsal deðerinin bulunmasý da, çýkýºtaki akým, gerilim ve güç deðerlerinin, giriºteki akým, 
gerilim ve güç deðerlerine oranlanmasý suretiyle elde edilir. 

Karakteristik eðrileri, transistörün üreticileri tarafýndan hazýrlanan tanýtým kitaplarýnda (katalog) verilir. 

Transistör, hem DC hem de AC yükselteç olarak çalýºabilir. Bu nedenle, transistörü gereði gibi 
inceleyebilmek için, ayrý ayrý DC ve AC 'deki çalýºma hallerinin incelenmesi gerekir. 

DC çalýºmada giriºteki ve çýkýºtaki akým ve gerilim deðerleri arasýndaki baðýntýlara Statik 
Karakteristikleri, 

AC çalýºmadaki akým ve gerilim baðýntýlarýna da Dinamik Karakteristikleri denir. 

Transistör yükselteç olarak ºu üç baðýntý ºeklinde çalýºtýrýlabilmektedir. 

1. Emiteri ortak baðlantýlý yükselteç  
2. Beyz 'i ortak baðlantýlý yükselteç  
3. Kolektörü ortak baðlantýlý yükselteç  

Ortak baðlantý deyimi, giriºte ve çýkýºta ortak olan uç (elektrot) anlamýnda kullanýlmýºtýr. 

Transistörün DC Yükselteç Olarak Çalýºtýrýlmasý  

ªekil 4.12 'de Emiteri ortak baðlantýlý bir DC yükselteç devresi verilmiºtir. Bu yükselteç devresi ile 
transistörün statik karakteristikleri incelenmektedir. 

Statik karakteristikleri incelerken yukarýda da belirtildiði gibi giriº ve çýkýºtaki DC akým ve gerilim 
deðerlerinden yararlanýlýr. 
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Giriºteki akým ve gerilimdeki deðiºmeler giriºe seri baðlanan mikro ampermetre (µA) ve paralel baðlanan 
küçük deðerler ölçebilen voltmetre (mV) ve çýkýºtaki deðiºmeler de, çýkýºa baðlanan mili Ampermetre ve 
normal bir Voltmetre ile ölçülür. 

ªekil 4.12 'ye dikkat edilirse, transistör çýkýºýnda baºka bir eleman bulunmaksýzýn yapýlan DC ölçümlerdir. 

Uygulanan bu tür ölçme yöntemi ile hesaplanan statik karakteristik deðerlerine ve çizilen eðrilere 
Kýsadevre Karakteristikleri 'de denir. 

ªekil 4.12 'deki ölçü aletleri ile, ºu deðerler ölçülmektedir: 

Giriºe ait: 
Beyz akýmý, IB 
Beyz - Emiter arasý gerilim, VBE 

Çýkýºa ait: 
Kollektör akýmý, IC 
Kollektör - Emiter arasý gerilim, VCE 

Ölçülen bu deðerler ile ºu karakteristik deðerler hesaplanmaktadýr: 

  Akým kazancý: KÝ(â) = IC/IB  
  Giriº direnci: Rg = VBE/IB  
  Çýkýº direnci: RÇ = VCE/IC  
  Eðim: S = ÄIC/ÄVBE  
  Transfer oraný: µ = VBE/VCE (%0,01-0,001) dir.  

Buradan ilk üçlü, "KÝ, Rg ve RÇ" her transistör için, her devrede bilinmesi gereken karakteristik 
deðerlerdir. Son iki "S ve µ" deðerleri ise transistör üzerinde daha derinlemesine çalýºma yapýlmasý 
gerektiðinde, ihtiyaç duyulan deðerlerdir. 

Yukarýdaki karakteristik deðerler, ªekil 4.11 'de verilmiº olan dört bölge karakteristik eðrisinden 
yararlanýlarak da hesaplanabilmektedir. 

1. Bölge karakteristik eðrisi: (VCE,IC)  
2. Bölge karakteristik eðrisi: (IB,IC)  
3. Bölge karakteristik eðrisi: (VBE,IB)  
4. Bölge karakteristik eðrisi: (VBE,VCE)  

ªekil 4.12 - Transistörün 
statik karakteristiklerini 
tanýmlamak üzere kurulan 
yükselteç devresi 
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Bu karakteristik eðrilerinin deðiºik noktalarýndaki, küçük deðiºim (Ä) deðerleri ile yapýlacak olan 
hesaplamalar, KÝ, Rg ve RÇ deðerleri, hakkýnda daha doðru bilgi verir. 

ªöyle ki; 

KÝ(â) = ÄIC/ÄIB baðýntýsý, karakteristik eðrisi doðrusal olduðundan her noktada ayný deðeri verir. 

Rg = ÄVBE/ÄIB baðýntýsý, eðrisel olan karakteristik eðrisinin farklý noktalarýnda farklý deðerler verir, en iyi 
noktayý seçmek gerekir. arakteristik eðrisinden de anlaºýlmaktadýr ki, IB beyz akýmý büyüdükçe 
transistörün Rg giriº direnci küçülmektedir. 

RÇ = RCE = ÄVCE/ÄIC baðýntýsý da, IC büyüdükçe daha küçük RÇ verir. 

Görülmektedir ki, DC yükselteç devresinde ölçülen deðerler ile elde edilen sonuçlar, transistör hakkýnda 
önemli bilgi vermektedir. 

Transistörün Gerilim ve Güç Kazançlarýný Bulmak Ýçin: 

ªekil 4.13 'te görüldüðü gibi, giriº devresine paralel olarak bir RB direnci, çýkýº devresine de yine paralel 
bir RL yük direnci baðlanýr. Bunlarýn üzerinde oluºan gerilim düºümlerinin ve sarf olan güçlerin oraný 
gerilim ve güç kazancýný verir. 

Gerilim kazancý: KV = VRL/VRB 

Güç kazancý: KP = PRL/PRB = IC.VRL/IB.VRB = â.KV 

Görüldüðü gibi güç kazancý ile gerilim kazancýnýn çarpýmýna eºit olmaktadýr. 

Transistörün AC Yükselteç Olarak Çalýºtýrýlmasý 

Transistör ªekil 4.13 'de görüldüðü gibi giriºine, AC iºaret gerilimi uygulandýðýnda da AC yükselteç 
olarak çalýºýr. 

AC yükselteçler de iki ana gruba ayrýlýr: 

1. Ses frekansý yükselteçleri  
2. Yüksek frekans (Radyo frekansý) yükselteçleri  

Yüksek frekans yükselteçleri özel yapýlý yükselteçlerdir. 

ªekil 4.13 - Giriºe RB direnci çýkýºada 
RL yük direnci baðlanan DC ve AC 
yükselteç 
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AC yükselteç olarak inceleme konusu, günlük hayatta daha çok karºýlaºýlan ses frekansý yükselteçleridir. 

AC iºaret gerilimi, genelde sinüzoidal olarak deðiºen bir gerilim olarak düºünülür. Bu gerilim, giriºteki ve 
çýkýºtaki DC Kutuplama gerilimini büyültüp küçülterek sinüzoidal olarak deðiºmesini saðlar. 

AC çalýºmada, yalnýzca AC deðerler önemli olduðundan, giriº ve çýkýºta ampermetre ve voltmetre olarak 
AC ölçü aletleri kullanýlýr. 
AC ölçü aletleri efektif deðer ölçtüðünden, gerekli hesaplamalarda efektif deðerler ile yapýlýr. 

Örneðin: 

Akým kazancý: KÝAC(âAC) = ICef/IBef 

Gerilim kazancý: KVAC = VCEef/VBEef = (ICef/IBef).(RL/RB) = âAC.RL/RB 

Güç kazancý: KPAC = âAC.KVAC    ºeklinde ifade edilirler. 

Alçak frekans (ses frekansý) yükselteçlerinde: âDC = âAC olarak alýný. 

Giriº ve çýkýº dirençleri de DC ve AC 'de ayný özelliklere sahiptir. 

NOT: 

ªekil 4.12 ve ªekil 4.13 'te verilmiº olan devreler deney ve bilgi edinme devreleri olduðu için, anlatým 
kolaylýðý bakýmýndan iki besleme kaynaðý kullanýlmýºtýr. 
Uygulamada ise tek besleme kaynaðý kullanýlýr. 

Transistörün Çalýºma Kararlýlýðýný Etkileyen Faktörler 
Bir transistöre kararlý bir çalýºma yaptýrabilmek için, öncelikle karakteristik deðerlerine uygun bir devre 
düzeni kurmak gerekir. Bunu içinde, daha önceden de belirtilmiº olduðu gibi, katalog deðerlerine ve 
karakteristik eðrilerinde verilen bilgilere uyulmalýdýr. 

Transistörün kararlý çalýºmasýný etkileyen faktörler: 

1. Sýcaklýk 
Aºýrý ýsýnan transistörün çalýºma dengesi bozulur, gücü düºer. Daha da çok ýsýnýrsa yanar. Isýnan 
transistörlerde elektron sayýsý anormal artacaktýr. Bu artýº nedeniylede belirli giriº deðerleri için 
alýnmasý gereken çýkýº deðerleri deðiºir.Buda kararlý çalýºmayý önler. 

2. Daha çok ýsýnma halinde ise kristal yapý bozulur. Bu durumda transistörün yanmasýna neden olur. 
Isýnma transistörün kendi çalýºmasýndan kaynaklandýðý gibi, sýcak bir ortamda bulunmasýndan 
dolayý da olabilir.  

3. Frekans 
Her transistör, her frekansta çalýºmaz. Bu konuda ine katalog bilgilere bakmak gerekir. 
Örneðin: NPN transistörler, PNP transistörlere göre yüksek frekanslarda çalýºmaya daha uygundur. 
Nedeni de NPN transistörlerde elektrik yükü taºýyýcýlarý ELEKTRONLAR dýr.PNP transistörlerde 
ise taºýyýcýlar pozitif elektrik yükleridir. Elektronlar, pozitif elektrik yüklerine göre çok daha hýzlý 
ve serbest hareket edebildiklerinden, yüksek frekanslar için NPN transistörler daha uygundur.  

4. Limitsel Karakteristik Deðerleri 
Her transistörün ayrý çalýºma deðerleri vardýr. Bu çalýºma deðerlerinden bazýlarýnýn kesinlikle 
aºýlmamasý gerekir. Bunara, "Limitsel Karakteristik" denir. 
Limitsel Karakteristik Deðerleri ªöyle Sýralanýr: 

o Maksimum kolektör gerilimi  
o Maksimum kolektör akýmý  
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o Maksimum dayanma gücü  
o Maksimum kolektör - beyz jonksiyon sýcaklýðý  
o Maksimum çalýºma (kesim) frekansý.  

Limitsel deðerler gerek birbirlerine, gerekse de giriº deðerlerine baðlýdýr. Yukarýda sýralanan 
maksimum deðerlerin ne olmasýnýn gerektiði transistör kataloglarýndan ve karakteristik 
eðrilerinden saptanýr.  

5. Kutuplama Yönü Kutuplama gerilimini uygularken, ters Kutuplama baðlantýsý yapmamaya 
özellikle dikkat edilmelidir. Böyle bir durumda, transistör çalýºmayacaðý gibi, normalden fazla 
uygulanacak olan ters Kutuplama gerilimleri jonksiyon diyotlarýnýn delinmesine, yani kristal 
yapýnýn bozulmasýna neden olacaktýr.  

6. Aºýrý Toz ve Kirlenme Transistörlerin toza karºý ve özelliklede metalik iºlemlerin yapýldýðý 
ortamlarda çok iyi korunmasý gerekir.. Aºýrý toz ve kirlenme elektrotlar arasý yalýtkanlýðý 
zayýflatacaðýndan kaçak akýmlarýn artmasýna neden olacaktýr. Bu da transistörün kararlý çalýºmasýný 
engelleyecektir. Eðer metal ve karbon (kömür) tozlarýyla karýºýk bir tozlanma varsa, transistör 
elektrotlarýnýn kýsa devre olma ihtimalide mevcuttur. Tozlu ortamda çalýºtýrýlmasý zorunlu olan 
transistörlerin ve bütün elektronik devrelerin toza karºý iyi korunmalarý ve zaman zaman devrenin 
enerjisi kesilmek suretiyle, yumuºak bir fýrça ve aspiratör tozlarýn temizlenmesi gerekir. 
Tozlarýn temizlenmesi sýrasýnda, elektrik süpürgesiyle üfleyerek temizlik kesinlikle 
yapýlmamalýdýr. Zira bu durumda yapýºkan tozlar daha da çok yapýºýp kirliliði arttýracaðý gibi, 
buradan kalkan tozlar diðer cihaz ve devrelere konacaðýndan baºka devrelerinde tozlanmasýna 
neden olacaktýr.  

7. Nem 
Transistörler ve bütün elektronik devreler, neme karºýda çok iyi korunmalýdýr. Gerek su buharý, 
gerekse de bazý yað ve boya buharlarý, doðrudan kendileri elektrotlar arasýnda kýsa devre 
yapabileceði gibi, tozlarýnda yapýºýp yoðunlaºmasýna neden olacaðýndan, cihazlarýn kararlý 
çalýºmasýný engelleyecektir.  

8. Sarsýntý 
Sarsýntýlý ortamda kullanýlan cihazlarda, daima baðlantýlarýn kopmasý ihtimali vardýr. Aºýrý sarsýntý 
iç gerilmeleri de arttýracaðýndan kristal yapýnýn bozulmasý da mümkündür. 
Sarsýntýlý ortamlarda çalýºtýrýlacak cihazlara üreticiler tarafýndan özel sarsýntý testi uygulanýr. Bu 
gibi çalýºtýrmalarda, üreticisinden sarsýntý testleri hakkýnda bilgi almak gerekir  

9. Elektriksel ve Manyetik Alan Etkisi Gerek elektriksel alan, gerekse de manyetik alan serbest 
elektronlarýn artmasýna ve onlarýn yönlerinin sapmasýna neden olur. Bu da kararlý çalýºmayý önler. 
Bu gibi ortamlarda kullanýlacak cihazlar faraday kafesiyle ve anti manyetik koruyucularla 
korunmalýdýr.  

10. Iºýn Etkisi Röntgen ýºýnlarý, Lazer ve benzeri çok yüksek frekanslý ýºýnlarda kararlý çalýºmayý 
etkiler. Bu gibi yerlerde kullanýlacak cihazlarda özel koruma altýna alýnmalýdýr.  

11. Kötü Lehim (Soðuk Lehim) Transistörün ve bütün elektronik devre elemanlarýnýn çok ustaca 
lehimlenmesi gerekir. Soðuk lehim olduðu taktirde, dýºarýdan bakýldýðýnda lehimliymiº gibi 
görünmesine raðmen, elektriksel iletimin iyi olmamasýna neden olacaðýndan bütün bir sistemin 
kararlý çalýºmasýný engelleyecektir. Bu tür arýzalarýn bulunmasý da çok zordur. Ayrýca aºýrý 
ýsýtýlarak lehim yapýlmasý da devre elemanlarýný bozar. Belirli bir lehim pratiði olmayanlarýn, 
transistör ve benzeri elektronik devre elemanlarýnýn lehimini yapmamasý gerekir.  

Transistörlerin Çalýºma Noktasýnýn Stabilize Edilmesi 
Stabilize etmek ne demektir? 
Stabilize 'nin tam Türkçe karºýlýðý "kararlý çalýºma" dýr. 

Transistörün çalýºma noktasýnýn stabilize edilmesi: 
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Transistörün giriºine ve çýkýºýna uygulanan Kutuplama gerilimi ve akýmýnýn çalýºma süresince ayný 
kalmasý için gerekli önlemlerin alýnmasýdýr. 
Daha kýsa bir söylemle, "transistörün kararlý çalýºmasýnýn saðlanmasýdýr." 

Her transistörün bir yük doðrusu ve Q çalýºma noktasý vardýr. 

Örneðin: 
Emiteri ortak bir yükselteçte, giriº Kutuplama gerilimi ve akýmý, belirli bir VBE ve IB, çýkýº Kutuplama 
gerilimi ve akýmý, VCE ve IC olsun. 
Bu deðerler yük doðrusu üzerinde belirli bir Q noktasýný gösterir. Bu nokta çalýºma noktasýdýr. 
Çalýºma sýrasýnda Q noktasýnýn deðiºmemesi yani istikrarlý olmasý istenir. 

Stabil çalýºmayý zorlaºtýran iki etken vardýr: 

1. Isýnan transistörün IC kolektör akýmýnýn artmasý  
2. Bir devredeki transistör yerine baºka bir transistörün kullanýlmasý halinde, akým kazancý farklý 

olursa devre ayný devre olduðu halde, çýkýº akýmý deðiºeceðinden stabilite bozulacaktýr.  

Isýnýnca, IC akýmýnýn anormal artmasýný önlemek için: 

 
Örnek olarak; 

ªekil 14 'te emiteri ortak bir yükselteç verilmiºtir. 
IC akýmý artýnca, RC direnci üzerindeki gerilim 
düºümü artacaðýndan, B noktasýndaki gerilim 
küçülecektir. 
Dolayýsýyla IB akýmý küçülür. 
IC=âIB baðýntýsýndan, IC akýmý küçülecek ve denge 
saðlanacaktýr. 
 
 
 
 

Transistorlarýn Katalog Bilgileri 
Bir transistör hakkýnda bilgi edinmek gerektiðinde üzerindeki ve katalogdaki bilgilerden yararlanýlýr. 
Daha geniº bilgi içinde, üretici firmadan yayýnlanan tanýtým kitabýna bakýlýr. 

Transistor Üzerindeki Harf ve Rakamlarýn Okunmasý 

Transistör üzerinde genellikle ºu bilgiler bulunur: 

  Üretici firmanýn adý ve sembolü,  
  Kod numarasý: (2N 2100 vb...). Transistör bu numara ile tanýtýlýr.  
  Ayak baðlantýlarý (E,B,C) veya iºareti.  
  Küçük transistörlerin genellikle kollektör veya emiter tarafýnda bir nokta veya týrnak bulunur.  

Katalog Kullanýmý ve Karºýlýklarýnýn Bulunmasý  

Transistörü tanýtýcý bir yayýnda veya katalogda küçük deðiºikliklerle ºu bilgiler bulunur: 

ªekil 14 - Emiteri ortak yükselteç 
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Kod no: AD 159, 2N 2100 gibi, 
Tipi: NPN veya PNP 
Türü: Si veya Ge, 
Akým kazancý: â(hFE), 
Maksimum kollektör akýmý: (ICm), 
Maksimum dayanma gücü: (PCm), 
Maksimum Kollektör - Emiter gerilimi: VCEm veya VCm, 
Maksimum Kollektör - Beyz gerilimi: VCBm veya VCm, 
Maksimum Emiter - Beyz gerilimi: VEBm, 
Maksimum çalýºma (kesim) Frekansý: fm, 
Maksimum Jonksiyon sýcaklýðý: TJm, 

Yerine göre, bu bilgilere ek olarak ºunlarda verilir. 

Beyz açýk iken Kollektör - Emiter arasý kaçak akýmý: ICE 
Emiter açýk iken Kollektör - Beyaz arasý kaçak akýmý: ICB - ICO Termistörün karºýlýklarý 
Cinsi: Sesa, alaºým, yayýlým transistörü gibi vs. 

 
 


